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Tragereinrichtung fiir monolitfaiscb integrie rte Schaltunpen 

Die ErjSndung betrifft eine Tragereinrichtung fur eine monolithisch integrierte Schaltung, wobei die 
5 Tragereinrichtung mit der monolithisch integrierten Schaltung, dem Chip, mittels eines 

thermoplastischen Kunststoflfes umspritzt wird. Die Kunststofifiunhullimg dient dabei als Gehause 
und die mit der metalUschen Tragereinrichtung verkoppelten AnschluBbeine, die uber 
Bondverbindungen mit den Bondkontakten der monolithisch integrierten Schahung gefuhrt sind, 
bilden die elektrischen Gehauseanschlusse. Bei vielen Schaltungen ist es erforderlich, daB das 

1 0 Bezugspotential der monolithisch integrierten Schaltung, das in der Regel das Massepotential oder 
eine Veisorgungspotential ist, mdghdist homogen und nicht gestort ist Damit dies bei alien 
Betriebszustdndm mdglichst gut erreicht wird, sind die meisten monolithisch integrierten 
Schaltungen nicht nur uber ihre Ruckseite uber die TrSgetplattform an das Bezugspotential 
angescUossen, sondem die Schaltung selbst ist fiber eine Vielzahl von Zusatzverbindungen an die 

1 5 Tnlgerplattfonn angescfalossen. Dies erfolgt in der Rpgel uber Bondverbindungen von 

Bondkontakten der Chipoberflache auf die Tragerplattfonn. Damit eine gute Haftung der meist aus 
Golddcaht bestehenden Bondverbindungen auf der aus Kupfer bestehenden Tragerplattform erreicht 
wird, ist diese mit einem dunnen Belag aus Silber, Gold oder einem anderen geeigneten Material 
veredelt. 

20 

Sdiahungen mit einer hohen Leistungsaufiiahme konnen im Betrieb Kristalltemperaturen bis 150 
Grad Celsius und mehr erreichen, wahrend im strcmlosen Zustand die Schaltuxig ihre 
Umgebungstemperatur amiimmt, die beispielsweise im Kraft&hrzeugbereich bis -40 Grad Celsius 
herunter gehen kann. Die Folge sind mechanische Spannungm zwischen den einzehien Materialien, 

25 weil diese unterschiedliche WdrmeausdehnungskodStzientm aufweisen. Dieser Efifekt verscharft sicfa 
mit der GroBe der monolithisch integrierten Schaltungen. So treten Scheriorifte zwischen den 
einzelnen Schichten des Gehauses, des Chips und der Tragereinrichtung auf. Besonders gefihrlicfa 
sind dabei die Scherkrafte, die zwischen der PreBmasse und der Metallisierungsschicht der 
Tragereinrichtung auftreten, weil dort die Haftungskrafte relativ gering sind und die thennische 

30 Ausdehnung des metallischen Belags auf der Plattform sehr unterschiedUch zum 

Ausdehnungskoefifizient des daruberliegenden Kunststoffes ist. Dies wirkt sich insbesondere auf die 
Bondkontakte auf der TrSgerplattform aus. Die Folge bei vielen thermischen Zyklen ist, daB 
schlieBlich eine Trennung (=Delamination) des Kunststoffes von der BelagoberflSche erfolgt und 
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damit eine Relativbewegung ermogUcht wird. Die einzigen mechanischeQ Fixpunkte steUen mm die. 
Bondkontakte auf der Plattform dar, die damit natiirUch uberfordert sind und sich schlieDUch 
ebenfells I6seii, wodurch die dortige Verbindung unterbrochen wird. Damit kaim aber das geforderte 
gleichfijnnige Bezugspotential nicht mehr eingehalten werden, so daU sich die Funktion der 
6 Schaltung zunehmend verschlechtert bis sie schUeBUdi sogar ganz ausfeUen kami. 

Es ist daher Airfeabe der Eifindung, hier auf mOgUchst einfeche und kostengiinstige Weise Abhilfe 
zuscbafifen. 

1 0 Die L6suiig der Aoftabe erfolgt dadurch, daB die Bondverbindungen vom Chip auf die 

Trdgeiplattfoim nicht mehr direkt gefOhrt werden, sondem statt dessen auf mit der TrSgerplattform 
veibundenen Podeste, Die Podeste sind die gegemiber der Plattfonnebene erhsht und bUden duxch 
ihre relativ steilen Flanken gegenaber lateralcai Bew^iungen einen mechanischen Fixpunkt im 
Bereich der jeweiligen Bondkontakte. Die erforderUcbe HMie eigibt sidi aus den elastischen und 
1 5 plastisdien Egenschaffcen des Knnststofifes und kann im Versuch optimiert werden. SinnvoU ist dabei 
eine HShe, die etwa im Bereich von 1/10 der Chip-HShe bis zur Chip-H6he selbst hegf.. Oder wemi 
das Podest durch einen Zieh- odw PreBvorsang mit einsm stempelartigen Werkzeug bei der Frame- 
HersteUung gebildet wird, dann entspricht die HShe etwa 1/10 der Materialdicke des TiSgers bis 
maximal zu dessrai Materialdicke selbst. Diese Grenzen eigeben sich dadurdi, daB ba enoer zu 
20 geringen H6he der Podeste sich deren tbergang nicht mehr steilflaridg genug ausbUden lafit und 
andererseits bei dner zu groBen IWhe das Matraial in der Flanke zu dunn wird Oder g^ 
steUer die Flanken sind, desto besser ist natOrUdi die Wiikung des Podestes als Fijqpunkt, aber das 
hangt natilriich audi von dm Nfaterialeigenschaften des verwendetrai Kunststoffes ab. Es ist sQgar 
mSgUch, daB Flanken mit einem Winkel von mehr als 90 Grad hersteUbar smd, beispielsweise durch 
25 Unteratzung, ein geeignetes AbbSrdehi oder ein nachfolgendes Staudhen. Wichtig sind auch die 
ObergSnge an der oberen und unteren Kante der Flanke, die maglichst nur geringer 
Verrundungsradien aufweisen sollen, weil ansonstrai zur Sdierioomponente nodi eine vertikale 
Komponente hinzukommt, die das Abheben der Bondkontakte auf den Podesten wieder begiinstigt. 
Die optimale Flankenhohe und ihre Steilheit, die mindestens 45 Grad betragen sollte, hangen sanit 
30 zusammen. Selbstverstandlich ist es fiir die Fixpunktfunktion besser, w&an auf der TrSgereinrichtung 
eine VielzaH von Podesten voAanden ist, auch wenn nicht alle Podeste der Kontaktierung dienen. 
Die Podeste fiir sich, also auch ohne Kontaktierung, sind eine geeignete MaBnahme gegen andere 
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NachteUe der Delaminiening, durch die beispielsweise Feuchtigkeit kapiOai in das GehSuse 
emdringen katm. 

Die Podeste bilden kleine Ebenen, die paraUel zur Tragerplattform ausgerichtet sind und 
5 gegebenenfeUs auch mehrere Bondkontakte, zum Beispiel solche mit einer ,JfCugelbonduiig" (=Stand 
Off Stitch Bond) zulassen. DaB mehrere Kontakte auf einem Podest mSglich sind, ist kein 
Widerspruch zu der eben genannten Forderung nach einer Vielzahl von Podesten. Denn haufig ist es 
so, daB die Niederohmigkeit mir durch Parallelbondungen zu dem jeweiUgen Chip-AnschluB 
erreichbar ist vmd dann soUen die 2aigdi6rigen Bonddrahte auch m6gUchst kuiz und induktivitatsaim 
10 sein. 

Wenn die Podeste am Rand der Tragerplattform Uegen, ist es m^ch, sie durch eine Art Abbiege- 
oder Abkantvorrichtuflg herzusteUeo, beispielsweise durch Umbdrdehi spezieller TrSgeibereiche am 
Rand der Plattform. Eine andere MSgUchkeit, die auf die Staike des Trflgeimaterials keine Rucksicht 
15 r}^mf<n miiB, ist die Herstellung der Podeste durdi Materialauftrag. beispielsweise durch Aufldten, 
Au&cbweifien oder AufldebCT von separaten Podestai. 

Das Vorhandensein der Podeste erleichtert auch eine selektive Veredehmg der Tragereinrichtung, 
Z.B. durch Versilbem oder Vergoldsn. Die Veredelung kann durch die Fonnabweichung der Podeste 
20 von der ubrigen Tragerplattform Mchter auf die Podeste beschiankt werden. wodurch die ubrige 

Tragereinrichtung von der Veredelung ausgespart wird. Neben der Materialeinsparung wird dadurch 
insgesarat dne bessere Hafiung des Kunststoffes errddrt, dem das auf der TrS^oberflache 
vorhandene Kupfer-Oxyd weist gegennber dem Kunststoff eine deuthch bessere Hafiung auf als die 
gangigen Veredelungsmaterialiai. 



25 



Bin weiterer Vorteil der Podeste ist die Verringerung der untersdiiedlichen H6hen bei der Bondnng 
vom Halbleiteikristall auf die AnschluBbeine und die Tragerplattfonn. 



Die Erfindung und vorteilhafte Weiterbildungen werden nun anhand der in den Figuren der 
30 Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiele nSher erlautert: 

Fig. 1 zeigt als Aussdmitt einen Querschnitt durch ein Podest, 
Fig. 2 zeigt in Aufeicht ein Podest mit Mehifechbondung und 

Fig. 3 zeigt in Aufeicht eine Tragareinridrtung mit einem Chip und mehreren Podesten. 
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Fig. 1 zeigt als Ausschnitt schematisch einen Querschnitt durch eine Trageremrichtung 1 mit einem 
5 Podest 2. Die Schnittlinie lauft dabei durch das Podest 2, das mittels eines Stempelwerkzeuges bei 
der Frame-Herstellung ausgeformt ist. Die Hohe hp des Podestes mit 120 Mikrometer ist im 
dargestellten Beispiel etwa 1/3 der Tragerhohe h, die hier etwa 250 Mikrometer aufweist. Das 
Optimum der Podesthohe hp im Vergleich zur Materialstarke h der Tragereimichtung 1 liegt etwa in 
einem Bereich von 1/5 bis zur doppelten Materialstarke h. Im Vergleich zur derzeit ixblichen Kristall- 
1 0 Hohe von etwa 300 Mikrometer entspricht das etwa einem Bereich von 1/ 1 0 dieser Kristallhohe bis 
zu deiem 1,5-fechen Wert, Damit sich das Podest zur Mehrfechbondung eignet, muB es eine 
ausreichende LSnge und Breite haben, da fiir jeden Bonddurchmesser etwa 35 Mikrometer zuzuglich 
einem eiforderlichen Bondabstand benotigt wird. 

1 5 Fig. 2 zeigt in Aufeicht ein Podest 2 mit acht Bondungen 4. Die zu dm Bondung^ 4 gehdrenden 

Bonddrdhte 5 bzw. 6 zeigen in entgegengesetzte Richtungen. Mit diesem Podest 2 kdnnen somit zwei 
unterschiedliche Chips auf der ausschnittsweise dargestellten Tragerplattform 1 uber 
Mehr&chbondungen mit ihr verbunden werden. 

20 Fig. 3 zeigt schlieBlich in Aufiiicht eine als Plattfoim ausgebildete Tragereinrichtung 1 mit einem 

einzigen Chip 7, das schematisch eine monolithisch integrierten Schaltung darstellt. Die zehn Podeste 
2 bzw. 2* befinden sich am Rande der Plattform, wobei sich die Anordnung der Podeste 2, 2' an die 
Gegebenheiten der monolithisch integrierten Schaltung anpaBt. Die Kontaktierungen vom Chip 7 zu 
den Podesten 2 siad als Mehrfechbondungen ausgefuhrt. Wird die gleiche Tragereinrichtung 1 fiir 

25 verschiedene Scbaltungen verwendet, dann schadet es nidits, wenn einige der Podeste 2, 2* nicht 
kontaktiert werden. Sie stellen im Gegenteil zusatzUdbe Fbcpunkte dar, die kn Sinne der Erfindung 
sogar von Vorteil sind. Das Podest 2' ist ein Beispiel fur ein nicht kontaktiertes Podest. Wie bereits 
erwahnt ist die Verwendung von nichBcontaktierten Podesten 2* auch dort von Vorteil, wo lediglich 
eine Abhilfe geg^ die Delamination benotigt wird. Von den unterschiedhchsten Bondverbindungen 

30 die uber die AnschluBbeine (=Leadfinger) 8, 9 oder 10 zu den Signalem- oder SignalausgSngen des 
Chips 7 und die Tragerplattfonn 1 gehen konnen, sind zur Verdeuflichung lediglich einige Beispiele 
dargestellt. 
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Patentanspriiche: 

1. Tragereinrichtung (1) fur eine monolithisch integrierte Schaltung (7) mit als Podeste (2, 2*) 
ausgebUdeten AnschluBbereichen fur Kontakte (5, 6), wobei die Podeste gegeniiber einem Chip- 

6 Kontaktienmgsbereich auf der Tragereinrichtung (1) erhoht sind. 

2. Tragereinrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Podeste (2, 2') Flanken 
(3) mit einem Winkel (a) von mehr als 45 Grad gegeniiber der Ebene der Tragereinrichtung (1) 
aufweisen. 

10 

3. Tragereinrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Podeste (2, 2') 
jeweils eine ebene Oberflache aufweisen, die parallel zur Ebene des Chip-Kontakderungsbereiches 
ausgerichtet ist und mindestens die Aufaahmeflache fur einen einzigen Kontakt (5, 6) aufweist. 

15 4. Tragereinrichtung (1) nach einem der Ansprftche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Hohe 
(hp) der Podeste (2, 2') zwischen einem 1/10 der Kristall-H6he und dem 1,5-fechen der Kristall- 
Hdheliegt. 

5. Tragereinrichtung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Hohe 
20 Qxp) der Podeste (2, 2') im Bereich von 1/5 bis zur doppeften Materialstarice (h) der 

Tragereinrichtung (1) liegt. 

6. Tragereinriditung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Podeste 
(2, 2') eine mittels eines Stempels oder einer Abbiegevorrichtung gebildete lokale Verformung der 

25 Tragereinrichtung (1) darstellen. 

7. Tragereinrichtung (1) nach einem der Ansprttche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi die Podeste 
(2, 2') mittels eines Materialaufbrags auf die Tragereinrichtung (1) gebildet sind. 

30 8. Tragereinrichtung (1) nach emem der Ansprftche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB di6 

Tragereinrichtung (1) nur im Bereich der Podeste (2, 2') eine fiir die Bondbarkeit vorgesehene 
Veredelung, insbesondere Silber oder Gold, aufweist. 
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9, Tragereinrichtung (1) nach einmi der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeidmet daB auf der 
TragereinrichtuDg (1) mindestens ein mchfkontaktiertes Podest (2^ vorhandea ist. 

10. Tragereinrichtung (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Tragereinrichtung (1) 
5 nur nichtkontaktierte Podeste (2^) enthalt, die insbesondere als Fbcpunkte gegenuber einer 

Delaminierung dienen. 



